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Дана краткая характеристика метода элементного анализа материалов на базе спектрометрии выхода характеристического рентгеновского излучения, возбуждаемого потоком высокоэнергетических ионов (PIXE). Метод ориентирован на определение усредненного по объему содержания элементов в материале, поскольку возбуждаемая рентгеновская эмиссия характеризует состав поверхностного слоя, толщина которого соответствует глубине проникновения применяемых ионных пучков в материал. В то же время простая модификация метода путем включения в его измерительную схему рентгеновский волноводно-резонансной структуры позволяет дополнить его возможности элементной диагностикой поверхностного слоя толщиной 8-15 нанометров. Для этого в измерительную схему PIXE включается полированный рефлектор с центральным отверстием, диаметр которого равен размеру сечения ионного пучка, и на края которого наносятся Ti полоски толщиной 60 нм. Изучаемая и рефлекторная поверхности образуют плоский щелевой зазор, ширина которого соответствует волноводно-резонансному прохождению характеристического рентгеновского излучения. Используя различные рефлекторные материалы, можно регулировать толщину анализируемого поверхностного слоя тестируемой мишени. Приводятся сравнительные экспериментальные данные, полученные для одних и тех же мишеней методами модифицированной PIXE диагностики и стандартной РФА ПВО спектрометрии. Демонстрируется существенное повышение эффективности модифицированного метода в сравнении с РФА ПВО измерениями для легких элементов. 
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